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Przedmiotem wynalazku jest halotron przezna-
czony do pomiaru natezenia pola magnetycznego,
w szczegblnosci pola w waskich i krzywoliniowych
szczelinach. Moze on roéwniez znalezé¢ zastosowa-
nie przy konstrukeji ukladéw pamieciowych, prze-
kaznikow bezstykowych, mnoznikach itp.

Do pomiaru natezenia pola magnetycznego w
waskich szczelinach stosuje sie halotrony z mate-
riatéw litych. Wytwarzane sg one w ten sposoéb,
ze plytke na przyklad germanu szlifuje sie do
pewnej grubosci. Najmniejsza grubos¢ takich ha-
lotronéw, jaka dalo sie wuzyskaé, wynosi rzedu
0,1 mm, na skutek czego nie mozna bylo pomie-
rzy¢ natezenia pola w szczelinach o grubo$ci po-
nizej 0,1 mm, a tym bardziej w szczelinach krzy-
woliniowych. Na dokonanie takich pomiaréw nie
pozwalaly réwniez halotrony wykonane przez na-
parowanie cienkiej warstwy materialu polprze-
wodnikowego na podloze izolacyjne. Opisany w
patentach niemieckich nr 1083924 i 1143270 halo-
tron cienkowarstwowy pozwala co prawda na po-
miar natezenia pola w bardzo cienkich szczelinach,
jednak nie mozna nim dokona¢ pomiaru nateze-
nia w szczelinach krzywoliniowych. Halotrony te
pekaja przy zginaniu w szczelinach, szczegblnie
peka warstwa péiprzewodnika naniesiona na pod-
toze na przykltad z miki.

Wynalazek stawia sobie wtasnie za cel wykona-
nie halotronu, ktéry nie bedzie ulegal zniszczeniu
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podczas pomiaru natezenia pola w
krzywoliniowych.

Niespodziewanie wedlug wynalazku okazalo sie,
ze jezeli na cienkg warstwe izolacyjng, wykonang
tylko z miki zostanie naparowana warstwa tylko
tellurku rteci HgTe 1lub tellurku kadmowo-rte-
ciowego, to halotron taki nie bedzie ulegal znisz-
czeniu przy pomiarach. Wynika to z dobrania pod-
loza i poOiprzewodnika o zblizonych wtlasnosciach
mechanicznych. Dzieki temu mozna wykonywaé
halotrony o caltkowitej gruboSci czynnej warstwy
zawartej w granicach od 30 do 80 um.

Halotron wedlug wynalazku zostanie blizej ob-
jasniony na podstawie rysunku, na ktérym fig. 1
przedstawia halotron w widoku z goéry, fig. 2 —
w widoku z boku, a fig. 3 — widok z boku pod-
czas zgiecia.

Wedlug wynalazku na cienkg warstwe miki M
jest naparowana warstwa poéiprzewodnika P w po-
staci HgTe lub CdHgTe, przy czym sg naparowa-
ne réwniez elektrody metaliczne E.

W dalszym ciggu procesu wedlug wynalazku do
elektrod E lutuje si¢ przewody D z drutu. Miejsca
lutowania drutéw do elektrod E chronione s3
oprawkag O, wykonang z tworzywa sztucznego, naj-
korzystniej z zywicy epoksydowej.

Dzigki zastosowaniu cienkiej warstwy miki M
jako podloza, grubo$é czynnej warstwy halotro-
nu C zawiera sie miedzy 30—80 um, przy czym
dobra elastyczno$¢ miki pozwala na znaczne zgi-

szczelinach
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nanie czynnej warstwy halotronu do promienia
krzywizny R rzedu 1 em (fig. 3).

W ceiu zabezpieczenia halctronu przed mecha-
nicznymi uszkodzeniami i wplywem innych czyn-
niké6w atmosferycznych warstwa czynna C jest
pokryta cienksg elastyczng warstwg metakrylanu
etylu.

Zastrzezenia patentowe

1. Halotron wykonany na podlozu z miki i prze-
znaczony* do pomiaru natezenia pola magne-
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tycznego, w szczegbélnosSci w waskich i krzywo-
liniowych szczelinach, znamienny tym, Ze na

~ warstwe miki (M) ma naniesiong w znany spo-
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s6b przez naparowanie, warstwe (P) tylko tel-
lurku rteci lub tellurku kadmowo-rteciowego.

Halotron wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze
warstwa czynna (C) jest pokryta cienkg ela-
styczng warstwg metakrylanu etylu.

Halotron wedlug zastrz. 1 i 2, znamienny tym,
ze elektrody (E) I‘aczace warstwe (P) z przewo-
dami (D) s3 wykonane przez naparowanie.
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